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АННАТОЦИЯ 

В данном исследовании теоретически показано, что диффузионная емкость 

трехмерного (3D) диода с p-n переходом больше, чем у двумерного диода (2D). 
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COMPARISON OF THE DIFFUSION CAPACITIES OF THREE-

DIMENSIONAL 3D AND TWO-DIMENSIONAL 2D p-n-JUNCTIONS 

 

Abstract: In this study, it is theoretically shown that the diffusion capacitance of 

a three-dimensional (3D) diode with a p-n junction is greater than that of a two-

dimensional diode (2D). 
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mailto:omamuraqosimova@gmail.com
mailto:Dcos1mxon@gmail.com


  “INTERNATIONAL СONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING” 2022/8 

 

 
 

91 

В последние годы двумерные (2D) полупроводниковые материалы 

вызывают большой интерес в области электроники в связи с их высоким 

потенциалом в производстве многогранных электронных устройств. 

Полупроводниковые материалы 2D показывали эффективность поглощение 

света. Поэтому эти материалы являются основным источником для 

оптоэлектронных приборов, а особенно фотодетекторам [1-4]. 

Исходя из высшее изложенного, нашей целью является теоретическое 

исследование диффузионной емкости 2D- и 3D-полупроводников. 

Используя приведенное в нашей предыдущей работе [5] выражение, для 

диффузионной емкости трехмерной 3D  np − -перехода можно получить, её 

график в логарифмическом масштабе.   
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используя выражение, можно получить его график в логарифмическом 

масштабе. 

 

Рис.1. Зависимость диффузионной емкости трехмерного 3D np −  

перехода от напряжения. 
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Диффузионная ёмкость двумерного 2D np − - перехода определяется 

следующим соотношением [6]: 
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График выражения (2) в логарифмическом масштабе выглядит следующим 

образом 

 

Рис.2 . Зависимость диффузионной емкости однослойной SL MoS2 

двумерного 2D диода от напряжения 

Сравнение диффузионных емкостей трехмерных 3D и двумерных 2D 
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- переходов:  

 

Рис.3. Зависимость диффузионной емкости трехмерных 3D и 

двумерных 2D диодов np − - переходов от напряжения 

Как видно из рис.2, диффузионная емкость однослойной SL MoS2 

двумерного 2D диода   больше, чем диффузионной емкости трехмерного 3D 

диода Si. 
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